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 今年度は、触媒援用 MOCVD 法により InN エピ層の品質改善に成功した。成長温度 550℃において電子
移動度 1340cm2/Vs の良好な結果を得た。また、全 In 組成範囲で相分離や In 析出のない InGaN の成長を
確認し、In 析出のない InAlN/InGaN へテロ接合の成長に成功した。また、トランジスタ開発では、基板
の結晶欠陥とゲート漏れ電流の相関を確認するとともに、自立 AlN 基板上 AlGaN チャネル HEMT を開発
し、300ºC でも電流劣化率が室温比 20%以内の高温対応トランジスタの開発に成功した。 













































1) 触媒援用 MOVPE 結晶成長技術 
 Pt 触媒を MOCVD 反応炉のアンモニアガス導入部





果を得た。また X 線回折結果から InN の結晶性が
大幅に改善されることを確認した。また、結晶へ




2) InAlN/InGaN へテロ接合形成技術 
常圧 MOCVD 法を用いて In 組成が 0.6～1.0 の範
囲で相分離や In析出のない InAlN 混晶の成長に成
功した。また、In 組成の全組成範囲で相分離や In
析出のない InGaN の成長にも成功した。これらの
結果をもとに、表面に In 析出のない InAlN/InGaN
へテロ接合を形成し、n-InAlN/p-InGaN へテロ接合
素子において光応答を確認した（図２参）。 
3) 自立 GaN 基板上 AlGaN/GaN HEMT 技術 
























図２ InGaN の X 線回折データと成長温度依存性 
 





4) 高温動作 AlGaN チャネル HEMT 技術 
自立 AlN 基板上に AlGaN チャネル HEMT を作製し
た。直流特性を 300ºC まで評価した結果、GaN チャ
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